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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【公開番号】特開2008-163451(P2008-163451A)
【公開日】平成20年7月17日(2008.7.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-028
【出願番号】特願2007-280772(P2007-280772)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/35     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/35    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月19日(2010.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマスパッタチャンバ内のターゲット付近での使用のためのマグネトロンシステム
であって、
　回転軸に沿って延びる回転シャフトに固定するために構成されたアームと、
　前記回転軸からずれた旋回軸において、前記アームに回転可能に取り付けられたスイン
グ部材と、
　前記スイング部材上の第１の位置に支持された第１のマグネトロンと、
　前記スイング部材上の第２の位置に支持された、前記第１のマグネトロンとは異なる構
成を有する第２のマグネトロンと、
　を備え、
　前記スイング部材の一方向における回転が、前記第１のマグネトロンを前記回転軸から
離れて動かし、かつ前記第２のマグネトロンを前記回転軸の方へ動かす、システム。
【請求項２】
　前記第１のマグネトロンが：
　第１の総磁気強度を有する第１の磁極性の、外側の第１の磁極と；
　第２の総磁気強度を有し、前記第１の磁極に囲まれ、かつ第１のギャップによって前記
第１の磁極と隔てられている、前記第１の磁極性とは逆の第２の磁極性の、内側の第２の
磁極と；
を含み、
　前記第２のマグネトロンが：
　第３の総磁気強度を有する第３の磁極性の、外側の第３の磁極と；
　第４の磁気強度を有し、前記第３の磁極によって囲まれ、かつ第２のギャップによって
前記第３の磁極から隔てられている、前記第３の磁極性とは逆の第４の磁極性の、内側の
第４の磁極と；
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１及び第３の磁極性が、同じ方向に延びている、請求項２に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記第１のギャップが、前記第２のギャップよりも小さい、請求項２に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記第１の磁極の外周部によって取り囲まれたエリアが、前記第３の磁極の外周部によ
って取り囲まれたエリアよりも少ない、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１の総磁気強度と前記第２の磁気強度の比が、前記第３の総磁気強度と前記第４
の磁気強度の比よりも大きい、請求項２～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　処理される基板のための支持体を包含し、かつターゲットによって密封されるように構
成された、中心軸の周囲に配置された真空チャンバボディと、
　前記中心軸に沿って配置された回転シャフトと、
　前記回転シャフトによって回転され、かつ前記中心軸に対して半径方向にずれている第
１のマグネトロンと、
　前記第１のマグネトロンとは異なる構成を有し、前記回転シャフトによって回転され、
かつ前記中心軸に対して半径方向にずれている第２のマグネトロンと、
　を備える、プラズマスパッタリングシステム。
【請求項８】
　前記第１のマグネトロンと第２のマグネトロンが、相補的な半径方向に動くようにつな
がっている、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１のマグネトロンが：
　第１の総磁気強度を有する第１の磁極性の、外側の第１の磁極と；
　第２の総磁気強度を有し、前記第１の磁極によって囲まれ、かつ第１のギャップによっ
て前記第１の磁極から隔てられている、前記第１の磁極性とは逆の第２の磁極性の、内側
の第２の磁極と；
を含み、
　前記第２のマグネトロンが：
　第３の総磁気強度を有する第３の磁極性の、外側の第３の磁極と；
　第４の総磁気強度を有し、前記第３の磁極によって囲まれ、かつ第２のギャップによっ
て前記第３の磁極から隔てられている、前記第３の磁極性とは逆の第４の磁極性の、内側
の第４の磁極と；
を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１のマグネトロンが：
　第１の総磁気強度を有する第１の磁極性の、外側の第１の磁極と；
　第２の総磁気強度を有し、前記第１の磁極によって囲まれ、かつ第１のギャップによっ
て前記第１の磁極から隔てられている、前記第１の磁極性とは逆の第２の磁極性の、内側
の第２の磁極と；
を含み、
　前記第２のマグネトロンが：
　第３の総磁気強度を有する前記第１の磁極性の、外側の第３の磁極と；
　第４の総磁気強度を有し、前記第３の磁極によって囲まれ、かつ前記第１のギャップよ
りも小さい第２のギャップによって前記第３の磁極から隔てられている、前記第３の磁極
性とは逆の前記第２の磁極性の、内側の第４の磁極と；
を含み、
　前記第１の磁極の外周部によって取り囲まれたエリアが、前記第３の磁極の外周部によ
って取り囲まれたエリアよりも少なく、
　前記第１の総磁気強度と第２の総磁気強度の比が、前記第３の総磁気強度と第４の総磁
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気強度の比よりも大きい、請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　中心軸の周囲に配置され、かつ基板のための支持体と対向してターゲットを有するスパ
ッタチャンバ内で実行するスパッタリング方法であって、
　動作の第１のモードにおいて、前記ターゲットの裏で、前記中心軸周りに、第１の半径
で第１のマグネトロンの第１の中心を、及び第２の半径で、前記第１のマグネトロンとは
異なる磁気構成の第２のマグネトロンの第２の中心を回転させるステップと、
　動作の第２のモードにおいて、前記ターゲットの裏で、前記中心軸周りに、前記第１の
半径よりも大きい第３の半径で、前記第１のマグネトロンの前記第１の中心を、及び前記
第２の半径よりも大きい第４の半径で、前記第２のマグネトロンの中心を回転させるステ
ップと、
　を備える方法。
【請求項１２】
　前記第１のモードにおいて、製造基板が、スパッタ処理される前記支持体上に設置され
、前記第２のモードにおいては、前記ターゲットが洗浄されている間が、前記支持体上に
製造基板が設置されない、請求項１１に記載の方法。


	header
	written-amendment

